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Deney 1 - Diyot Karakteristikleri

DENEY 1-1 PN-Jonksiyon Diyot Karakteristikleri

DENEYIN AMACI

1. PN-jonksiyon diyotlarinin karakteristiklerini anlamak.
2. Farkli diyot tiplerinin kendine 6zgu 6zelliklerini tanimak.
3. Cesitli dl¢u aletleri yardimiyla farkh tirde diyotlarin karakteristiklerinin nasil test

edilecegini 6grenmek.

GENEL BILGILER

Katkilama

Bir yariiletkenden daha yuksek elektrik akimi iletebilmek icin, t¢ valans elektronuna
sahip elementler (boron, galyum veya indiyum gibi) ya da bes valans elektronuna
sahip elementler (antimon, arsenik veya fosfor gibi), daha fazla delik yada serbest

elektron elde etmek amaciyla, saf yariiletken igerisine eklenirler.

Bu igsleme katkilama adi verilirken, ifade edilen U¢ yada bes valans elektronlu

elementler katki elementi olarak adlandirilir.

fyon
Egder bazi nedenlerden dolayl, atomun en dis yoériingesine bir veya daha fazla
elektron katilirsa ya da en dis yoriingesinden bir veya daha fazla elektron ayrilirsa, bu

atom bir "iyon"a dénusar.

Ug valans elektronuna sahip bir elemente, yeni bir elektron eklenirse, bu element

Sekil 1-1-1'de gosterildigi gibi negatif bir iyona donisur.
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Bes valans elektronuna sahip bir element bir elektron kaybederse, bu element de

Sekil 1-1-2'de gosterildigi gibi pozitif bir iyona dénusgur.

OO BO

Nétr (ic valans Negatif iyon Notr bes valans  Pozitif iyon

elektronlu atom elektronlu atom
Sekil 1-1-1 Ug valans elektronlu  Sekil 1-1-2 Bes valans elektronlu
element element

Kisaca ifade etmek gerekirse, diyot p-tipi ve n-tipi yariiletkenlerin birlesiminden olusur.
Bir takim p yada n-tipi yariiletken pargalarinin uygun kombinasyonuyla, farkli
elektriksel karakteristikler ortaya cikacak ve farkli fonksiyonlara sahip yariiletken
elemanlar elde edilecektir. Diyot karakteristiklerinin tam olarak anlasilabilmesi igin,

atom, valans elektronu ve yariiletken gibi kavramlar hakkinda bilgi sahibi olunmaldir.

Atomun Yapisi
Sekil 1-1-3, atomun vyapisini géstermektedir. Atom c¢ekirdegi, pozitif yUkIi

protonlardan ve ylikslz nétronlardan olusmustur.

atomic nucleus

neutron
proton

electron

Sekil 1-1-3 Atom yapisi

Cevre yoringelerde bulunan ve atom gekirdeginin etrafinda dénen elektronlar, negatif

yuke sahiptir.

Atom c¢ekirdegindeki protonlar tarafindan tasinan yik miktari, gevre yoriingelerdeki
elektronlar tarafindan tasinan ylik miktarina esit oldugu icin, atomun kendisi

elektriksel olarak notrdir.
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Valans Elektronu
Atomik yériingedeki elektronlarin sayisi 2n? seklinde hesaplanir. Burda n ilgili
yoringenin katman numarasidir. Sekil 1-1-4’te, bu sekilde dizenlenmis elektronlar

gOsterilmektedir.

En dis yoringede bulunan elektronlar, valans elektronlari olarak adlandirilirlar.

Malzemelerin elektriksel karakteristikleri, valans elektronlarinin sayisina gore
aciklanabilir.
Yalitkan:  Cogunlukla 8 valans elektronuna sahiptir, elektronlarini serbest

birakmasi (serbest elektron) ve iletken hale gelmesi ¢ok zordur.

iletken: Cogunlukla 1 valans elektronuna sahip olmasi bakimindan, elektronlarini

serbest birakmasi ve iletken hale gelmesi en kolay olan malzeme ttrudur.

Yariiletken: Bir yariiletkenin valans elektronu sayisi, iletken ve yalitkanin valans
elektron sayilari arasinda bir degerdir ve tipik olarak 4’tir. Yari iletkenin

iletkenlik diizeyi de iletken ile yalitkan arasinda yer almaktadir.

2n?, n: katman numarasi

® 2x12=2

@ 2x2%=8

® en-dis katmanda 4 Toplam 14 elektron.

Atomic
nucleus

Sekil 1-1-4 Yoéringelerde yer alan elektronlar

Saf Yar iletken

Saf yariiletkene hicgbir katki eklenmemigken, en dis yériingedeki dort elektron komsu
atomlarla birleserek, Sekil 1-1-5'te gdésterildigi gibi, bir sekiz-ylzeyli (octahedron)
olustururlar. Burada, ilgili elektron ciftleri bir kovalent bagd olusturmaktadir. Kovalent
bag sonrasinda, elektronlar atomlara baglandigi icin, saf yariiletken iletmeyen
durumdadir. Bununla birlikte, ortam sicakh§ mutlak sifirdan (-273°C) biyiik
oldugunda, yuksek sicakhgin etkisiyle bazi elektronlarin hareketi artacak ve sonug
olarak bu elektronlar kovalent bagdan kurtularak, Sekil 1-1-6'da gosterildigi gibi,

serbest elektron gibi davranacaklardir.
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Elektron kovalent bagdan koptuktan sonra, yerinde "delik" olarak adlandirilan bir
bosluk birakir. Normalde elektriksel olarak nétr olan atomdan bir elektronun

ayrilmasiyla, bu atom pozitif yikli pozitif bir iyona déonasur.

Oda sicakliginda, silisyum ve germanyumda birka¢ serbest elektron bulundugu igin

(ve buna esit sayida delik, n=p), saf yariiletken tam olarak yalitkan degildir.

The electron released
from covalent bond

The left hole after release
of the electron

Sekil 1-1-6 Kovalent bagdan kopan elektron

N-Tipi Yari iletken

Bes valans elektronuna sahip elementlerin, dizgin dagilimh olarak, germanyum
yada silisyuma eklenmesi sonucunda, valans elektronlari birbirleriyle kovalent bag
olustururlar. Bu sekilde, her bes valans elektronlu elementin, komsu doért valans
elektronlu elementlerle (germanyum, silisyum) kovalent bag yapmasi, Sekil 1-1-7'de
gOsterildigi gibi, fazladan bir elektronla sonuglanir. Bu sekilde olusan yariiletkene, N-

tipi yariiletken denir. (N: elektriksel olarak negatif; elektron negatif ylike sahip oldugu

igin).

1-4



Eklenen katki atomu, yariiletken malzemeye elektron katkisinda bulundugu igin, bes
valans elektronuna sahip katki maddesine “katki atomu” yada “dondér atomu” adi

verilir.

Bes valans elektronuna sahip elementlerin saf yariiletkene eklenmesiyle, serbest
elektron sayisi oldukca artar. Elektronlar, deliklere gbre ¢ogunlukta olduklari igin,
"cogunluk tagstyicilar" olarak adlandirilirken, delikler "azinlik tasiyicilar" olarak

adlandirilirlar.

free electron

Sekil 1-1-7 N-tipi yariiletkenin yapisi

P-Tipi Yan iletken

Ug valans elektronuna sahip elementlerin (Boron, Galyum yada indiyum), diizgiin
dagihmh olarak, germanyum vyada silisyuma eklenmesi sonucunda, valans
elektronlar birbirleriyle kovalent bag olustururlar. Bu sekilde, her Ug¢ valans elektronlu
elementin, komsu dort valans elektronlu elementlerle (germanyum, silisyum) kovalent
bagd yapmasi, yeterli elektron bulunmamasindan dolayi, bir boglukla sonuglanir. Sekil
1-1-8'de gdsterilen bu bosluk, delik olarak adlandirilir. Ug valans elektronlu elementin
eklenmis oldugu yariiletkene, P-tipi yariiletken denilir (P: Pozitif, delik elektriksel

olarak pozitif kabul edilir).
Saf yariiletkene Ug valans elektronlu elementlerin eklenmesiyle ortaya ¢ikan bosluklar,

serbest elektronlari almaya hazir oldugundan, G¢ valans elektronlu katki elementleri,

alici (akseptodr) atomlar olarak adlandirilir.
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7
otetete?

Q:e+e+e+

The trivalent atom with
filled electron carries
negative charge (act as
negative ion).

acceptor
atom

Sekil 1-1-8 P-tipi yariiletkenin yapisi

Uc valans elektronuna sahip elementlerin saf yariiletkene eklenmesiyle, delik sayisi
oldukga artar. Delikler, elektronlara (serbest elektronlar) gére cogunlukta olduklari igin,
"codunluk tasiyicilan” olarak adlandirilirken, elektronlar "azinlik tasiyicilar" olarak

adlandirilirlar.

Genellikle delik, elektriksel olarak pozitif kabul edilir. Bir valans elektronu kovalent
bagini koparmaya yetecek enerjiyi alir ve komsu atomlardaki herhangi bir deligi
doldurursa, bu durumda elektronu birakan kovalent bagda bir bogluk olusur. Bu yeni
bosluk da, bagka bir kovalent bagdaki bir elektronla doldurulmaya hazirdir. Bu iglem

surekli tekrarlanir ve bu sekilde delik, elektron hareketinin ters yoninde hareket eder.

Sekil 1-1-9'da gosterildigi gibi, tam bir kovalent bagdaki elektron, boslugu doldurmak
icin kovalent bagini kopardiginda, bu elektron, 1. ve 2. satirda goéruldugu gibi, sagdan
sola dogru hareket eder. Delik ise, elektronun aksine, soldan saga dogru hareket
eder. Bagka bir ifadeyle, elektron akis yonu, delik akis yénindn tersidir. Negatif yuk
tasiyan elektron bir deligi doldurabilir, ¢linkii deligin bulundugu kovalent bag, bir
oktahedron olusturabilmek icin diger elektronlari ¢ekmektedir. Elektron ve delik
arasindaki iligki, pozitif ve negatif ylkler arasindaki ¢ekim iliskisine benzemektedir.

Elektron negatif yikli oldudu icin, deligin de pozitif yliike sahip oldugu kabul edilir.
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Sekil 1-1-9 Elektronlarin hareketi

PN-Jonksiyon Diyodu

Sekil 1-1-10'da gdosterildigi gibi, P-tipi bir yariiletkenin, N-tipi yariiletkenle birlestigini
kabul edelim. P-tipi yariiletkende gok sayida delik, N-tipi yariiletkende ise ¢ok sayida
elektron bulundugundan, P-N birlesimi durumunda, jonksiyona yakin olan elektronlar,
jonksiyona yakin olan delikleri, Sekil 1-1-10(a)’da gosterildigi gibi, doldurur. N-tipi
yariiletkenin jonksiyona yakin olan kismi elektron kaybettigi icin pozitif iyona
donusurken, P-tipi yariiletken ise delik kaybettigi icin negatif iyona dénugur (Sekil 1-1-
10(b) ).

P N P _acceptor donor N
P S + o+ - -
0,6,6,6. - ©_0_0_0||9:9,9 © ® ©_0_0
otelele! "o e o o||9;0,0 06 | © @ e 8
letete’e™ | o0 @ 0|0 000 | ® 60 8
Ve
junction depletion region

(a) (b)
Sekil 1-1-10 P- ve N-tipi yariiletkenlerin birlesimi

Bdylece, jonksiyona yakin boélgede tasiyicilar (elektronlar ya da delikler) azalirken,
sadece pozitif yada negatif yukll iyonlar mevcut olur ve bu bdlge bosaltiimis bdlge
olarak adlandirilir. Bosaltiimis bdlgedeki pozitif yukli iyonlar delikleri, negatif yUkli
iyonlar da elektronlar ittigi icin, elektron ve delikler arasindaki bu birlesimin devam

etmesi engellenmis olur.
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Bosaltiimig bdlgedeki iyonlarin, elektron ve deliklerin jonksiyondan geg¢mesini
engelleyen etkisi, engel (esik) gerilimi olarak adlandirilir. Germanyum (Ge) icin P-N
jonksiyonundaki tipik engel gerilim degeri 0.2~0.3V, silisyum (Si) icin P-N

jonksiyonundaki tipik engel gerilimi ise 0.6~0.7V civarindadir.

ileri Ongerilimleme
Sekil 1-1-11'de gosterildigi gibi, glc kaynagdinin arti ve eksi uclari sirasiyla P ve N'ye

baglanirsa, bu baglanti "ileri dngerilimleme" olarak adlandirilir.

Eger ileri 6ngerilimlemede uygulanan gerilim, engel gerilimini asmak icin yeterliyse,
elektronlar gui¢ kaynaginin arti ucu tarafindan ¢ekilirken, eksi ucu tarafindan da itilirler.
N-tipi yariiletkendeki elektronlar bdylece P-N jonksiyonunu gecerek, deliklerle
birlesmek igin P-tipi yariiletkene girerler. Harici gi¢c kaynagdi (E) tarafindan Uretilen
elekronlarla birlikte, elektronlarin iyonizasyonu sonucu N-tipi yariiletkende ¢ok sayida
delik olusur. Elektronlar, gi¢ kaynaginin (E) etkisiyle surekli olarak, E'nin eksi
ucundan arti ucuna dogru bir elektron akisi olusturacak sekilde, hareket ederler. Bu

elektron akis yonu, geleneksel elektrik akim yénine gore terstir.

Diyodun P-N jonksiyonuna uygulanan ileri dngerilim, It ile gdsterilen bir ileri ydon akimi
olusturur. Ig'nin degeri harici glic kaynagi (E) ile dogru orantili ve diyodun i¢ direnci (r)

ile ters orantilidir.

P N
-— I et
-, 986,/ & & e
-/ ©e 86 | @& oo
Z .
1
Electrons are E

attracted by
power supply (+)

Sekil 1-1-11 ileri dngerilimleme

Difiizyon Kapasitesi: Enjekte edilen yuklerin, gerilime goére degisim hizi olarak

tanimlanilir.

_do __dl _
d==Tay @71
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Difuzyon kapasitesi, | akimi ile dogru orantilidir.

Tersine Ongerilimleme

Sekil 1-1-12'de goéruldigu gibi, eger glic kaynaginin arti ve eksi uglari sirasiyla N ve
P'ye baglanirsa, hem elektronlar hem de delikler E tarafindan cgekilirler ve jonksiyon
bdlgesinden uzaklasirlar. Bunun sonucunda da bosaltiimis bdlge genisler ve higbir
elektron yada delik jonksiyonu gecip birlesemez. Harici gerilimi bu sekilde uygulamak

"tersine dngerilimleme" olarak adlandirilir.

P N
" otete’oleo e @ © |
o'ce’eleo® @ o

Sa—— 5

Sekil 1-1-12 Tersine 6ngerilimleme

P-N jonksiyonuna ters dngerilim uygulandiginda, ideal durumda ters yénde hi¢ akim
akmaz. Fakat sicaklik etkisinden dolayi, isi enerjisi yariiletkende azinlk elektron-delik
ciftleri meydana getirir. P-N jonksiyonuna ters ongerilim uygulandiginda; P-tipi
yariiletkendeki azinlik elektronlari, N-tipi yariiletkendeki azinlik tasiyicilari olan
deliklerle birlesebilmek icin P-N jonksiyonun gecebilirler. Pratikte P-N jonksiyonuna
ters ongerilim uygulandiginda, ¢ok kluguk bir akim akar. Bu akim, kagak akim veya

ters doyma akimi olarak adlandirilir ve I veya s ile gosterilir.

Iz, ters dngerilim degerinden bagimsizdir, ancak sicaklik ile iligkilidir. Germanyum ya
da silisyum olmasindan bagimsiz olarak, her 10°C'lik sicaklik artisinda Ir iki katina
cikar. Ayni sicaklik kosullarinda, silisyum diyodun Iz (Is) degeri, germanyum
diyodunkinin sadece %1-%0.1’i kadardir. 25°C oda sicakhginda, ters o©ngerilim
uygulanmis germanyum diyodun Ig degeri 1~2 pA’dir ve bu durumda diyot acik devre
kabul edilir.
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Ters Ongerilim sonucu, bosaltiimis bdlgenin genisligi artar ve bunun sonucunda gegis
A
kapasitesi (C = gg) kigular. Diger bir ifadeyle, daha yuksek ters éngerilim degeri,

daha buyuk d ve daha klguk kapasite degerine sebep olur.

Kirilma (Breakdown)

ideal PN-jonksiyon diyoduna ters éngerilim uygulandigi durumda, Iz akimi ¢ok kiigiik
olur. Ancak, uygulanan ters dngerilim ¢ok yitksek olursa (nominal degerden daha
yuksek), azinlik tasiyicilari, ¢arpisma ve kovalent baglari koparma yoluyla, énemli
miktarda elekton-delik cifti olusturmaya yetecek enerjiye sahip olurlar. Bu yeni Uretilen
elektron ve delikler de, ylksek ters ongerilimden aldiklari enerjiyle diger kovalent
baglar koparirlar. Serbest elektronlarin hareketinin hizlanmasiyla, ters yonde akan

akim énemli 6l¢glide artmis olur. Bu olay "kirilma" olarak adlandirilir.

Diyotta, artan ters ongerilim nedeniyle, kirilma olayr ortaya ciktiginda akim

sinirlanmazsa, diyot yanar.

Kirilma olay1 gerceklesmeyecek sekilde diyoda uygulanabilecek maksimum ters

ongerilim degerine, ters tepe gerilimi (PIV yada PRV) adi verilir.

Diyodun Montaji ve Sembolii
Diyodun dretimi, P-N jonksiyon gdvdesine iki kursun tel eklenmesi ve daha sonra da
govdenin seramik veya cam ile kaplanmasiyla tamamlanir (ylksek giicli diyotlara, isi

yayllimini saglamak i¢in, demir muhafaza da eklenir).

Diyodun, PN-jonksiyon yapisi Sekil 1-1-13(a)'da, devre semboll 1-1-13(b)'de ve katot

ucunun bir band ile isaretlenmesi de 1-1-13(c)'de gosterilmigtir.
P P

¥
N N

(a) (b) (c)
Sekil 1-1-13 PN-jonksiyon diyodu igin devre sembolleri



Diyodun Karakteristik Egrisi (V-1 Egrisi)

R
(a) E { % D reverse bias
| FmaA)
Ge s
Si Ge
Veo  Vep VF
(b) “Ra—i £ ——
02v 06V

%R(#A)

R
(c) E -[T M e % D VE forward bias
. ’ -

Sekil 1-1-14 Diyotlarin karaktersitik egrileri

ileri éngerilim karakteristik egrisi, Sekil 1-1-14(b)'nin birinci bélgesinde gosterilmistir.
Karakteristik egriden, diyoda uygulanan ileri dngerilim degeri esik geriliminden (V)
kiiglik oldugunda, akimin gok kiigiik oldugu gérilmektedir. ileri éngerilim degeri, esik
gerilimini astiginda (germanyum diyot icin 0.2V, silisyum diyot i¢in 0.6V), I akimi ¢ok
hizli bir sekilde artar, bir anlamda diyot kisa devre gibi ¢alisir (Vg, yaklasik 0.7V
olacak sekilde). Diyodun esdeger devresi sekil 1-1-15'te gosterilmistir.



R Vr=07V Vr

_.D|.__ — —AMN-— ,__D'___ | vr —
; several i i
npn-ldeal ideal diode deal diode
diode Forward bias
internal resistance=0( forward
characteristic
curve

Sekil 1-1-15 ideal diyodun karakteristik egrisi

Sekil 1-1-14’teki devre icin ileri dngerilim akimi I su sekilde hesaplanir.

E-Ve E-0.7TV
= = , Burada r, diyodun i¢ direncidir.

Ir =
R+r R+r

Sicakligin artmasi durumunda, diyot Gzerinde ileri yéndeki gerilim disimui azalir ve

bu azalma miktari su sekilde hesaplanir;

AVr = K xAT

A T: Sicakliktaki degisim (artis)

K =-2.5mV/C (silisyum) ve -1.3mV/‘C (germanium)

Diyodun ters ongerilim karakterisitk egrisi, Sekil 1-1-14(b)'nin 3. bodlgesinde

gOsterilmistir ve asagidaki sekilde ifade edilir:

(1)Kirlmadan o6nceki ters yon akimi c¢ok kiguktir ve diyot acik-devre olarak
degerlendirilebilir.

(2)Oda sicakliginda 25°C, germanyum diyodun Iz degeri birkag pA iken, silisyum
diyot igin Ir degeri, germanyum diyodununkinin %1~%0.1'i kadardir.

(3) Silisyum yada germanyum olmasindan badimsiz olarak, diyodun Iz degeri, her
10°C’lik sicaklik artisinda, ikiye katlanir.

(4) Ters ongerilim degeri kirllma gerilimine ulastiginda, Ir blyuk bir hizla artar.



Silisyum ve Germanyum Diyotlarin Karsilagtirmasi
Ayni Uretim sartlari altinda, silisyum ve germanyum diyotlar arasindaki bir

karsilastirma Tablo 1-1-1’de gosterilmistir.

Ozellik PV Sicaklik Esik Gerilimi Sizinti
Tip Araligi (Vr) Akimi (I;)
Silisyum Yiksek |  200C 0.7v (0.6v) | Sermanyumun

%1~%0.1'"i

Germanyum Disuk 100°C 0.3V (0.2V) Birkag pA

Tablo 1-1-1 Diyot karakteristiklerinin Karsilastiriimasi

Diyodun Karakteristik Parametreleri

Dogrultucu diyodun temel parametreleri su sekilde tanimlanir:

(1)Nominal Akim : YUk olarak diren¢ kullanildiginda diyottan gecebilecek “ortalama
akim”dir ve Uretici kataloglarinda genellikle |, ile gosterilir.

(2) Ters Tepe Gerilimi (PIV) : Uretici kataloglarinda genellikle Vr ile gésterilir.

Diyodun isimlendirilmesi

(1) 1Sxxx : Japon standardi, 6érnegin 151604
(2) OAxxx : Avrupa standardi, érnegin OA200
(3) TNxxx : Amerikan standardi, 6rnegin 1N4001

Bunlar arasinda en bilineni ve en ¢ok kullanilani 1N diyotlaridir. Diger isimlendirme
standartlari icin mevcut ticari kataloglara bakilabilir. Sik kullanilan bazi diyotlara iligkin

parametreler Tablo 1-1-2'de gosterilmistir.

isimlendirme Parametre isimlendirme Parametre

1N4001 1A/50V 1N5400 3A/50V

1N4002 1A/100V 1N5401 3A/100V
1N4003 1A/200V 1N5402 3A/200V
1N4004 1A/400V 1N5403 3A/300V
1N4005 1A/600V 1N5404 3A/400V
151905 1A/100V 151996 3A/200V
151906 1A/200V 181997 3A/400V
1S1907 1A/400V 151998 3A/600V

Tablo 1-1-2 Sik kullanilan bazi diyotlara iliskin parametreler



KULLANILACAK ELEMANLAR

1. KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Diizenedi
2. KL-25001 Diyot, Kirpici ve Kenetleyici modull
3. Osiloskop

4. Multimetre

DENEYIN YAPILISI
A. Si Diyodun V-l Egrisinin Cizilmesi (I) - Osiloskop Yontemi

1. KL-25001 modulind, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Duzeneginin

Uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin.

2. Sekil 1-1-16’daki devre ve Sekil 1-1-17’deki baglanti diyagrami yardimiyla
gerekli  baglantilari  yapin. Baglanti  kablolarini  kullanarak  VR2

potansiyometresini devreye baglayin.

3. KL-22001 Diizeneginin Uzerindeki Fonksiyon Uretecini kullanarak, IN ucuna

1KHz, 20 V,'lik bir sinlizoidal isaret uygulayin.

4. Osiloskobun CH2(Y), GND ve CH1(X) giriglerini sirasiyla TP1, TP2 ve TP3’e
baglayin. Bu durumda CH1(X) girigi diyodun gerilimini dlgmek ve gdstermek
icin kullanilrken, CH2(Y) girisi diyodun akimini délgmek ve gdstermek icin

kullanilir.

5. Osiloskobu X-Y moduna ve DC giris baglanti konumuna ayarlayin.

Osiloskoptaki grafigi gozleyin ve Sekil 1-1-18’e kaydedin.

6. VR2(10K)'yi ayarlayin ve egrideki degisimi gozleyin.
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Sekil 1-1-17 Baglanti diyagrami (KL-25001 blok a)
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Sekil 1-1-18 Olgllen V-l egrisi



B. Si Diyodun V-l Egrisinin Gizilmesi (ll) — Voltmetre-Ampermetre Yontemi

. KL-25001 moddilini, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Diizenedinin

Uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin.

. Sekil 1-1-19'daki devre ve Sekil 1-1-20(a)’daki baglanti diyagrami yardimiyla
gerekli baglantilari yapin. Voltmetre ve ampermetreyi baglayin. Baglanti

kablolarini kullanarak VR2 potansiyometresini devreye baglayin.

. KL-22001 Duzenegindeki sabit 12VDC gig¢ kaynagini, KL-25001 modiiline
baglayin.

. VR2 (10K) potansiyometresini, diyodun uglari arasina 0.1V’luk araliklarla, 0.1V
ile 0.7V arasinda gerilimler uygulayacak sekilde ayarlayin. Her gerilim degerine

karsilik gelen Ig ileri yon akimini 6l¢liin ve Tablo 1-1-3’e kaydedin.

. Sekil 1-1-19’daki devre ve Sekil 1-1-20(b)'deki baglanti diyagrami yardimiyla

gerekli baglantilari yapin(ters baglanti), voltmetre ve ampermetreyi baglayin.
. VR2 (10K) potansiyometresini, diyodun uglari arasina 1V’luk araliklarla, 1V ile
5V arasinda Vg gerilimleri uygulayacak sekilde ayarlayin. Her gerilim degerine

karsilik gelen Iz akimini dlglin ve Tablo 1-1-4’e kaydedin.

. Tablo 1-1-3 ve 1-1-4’teki degerleri kullanarak, V-l egrisini Sekil 1-1-21°de ¢izin.
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Sekil 1-1-20 Baglanti diyagramlari (KL-25001 blok a)

Ve (V) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

IF (WA)

Tablo 1-1-3
Vg (V) 1 2 3 4
Ir (WA)

Tablo 1-1-4
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Sekil 1-1-21 Olgiilen V-1 egrisi

C. Ge Diyodun V-l Egrisinin Cizilmesi (I) — Voltmetre-Ampermetre Yontemi

1.

KL-25001 modulind, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Duzeneginin

Uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin.

Sekil 1-1-22'deki devre ve Sekil 1-1-23(a)’daki baglanti diyagrami yardimiyla
gerekli  baglantilari  yapin.  Baglantt  kablolarini  kullanarak  VR2
potansiyometresini devreye baglayin. KL-22001 Dizenegindeki sabit 12VDC
gl¢ kaynagini, KL-25001 modiliine baglayin.

VR2(10K) potansiyometresini, diyodun uclari arasina 0.1V’luk araliklarla, 0.1V
ile 0.7V arasinda gerilimler uygulayacak sekilde ayarlayin. Her gerilim degerine

karsilik gelen I ileri yon akimini 6lgtin ve Tablo 1-1-5’e kaydedin.

Sekil 1-1-22°deki devre ve Sekil 1-1-23(b)’deki baglanti diyagrami yardimiyla

gerekli baglantilari yapin(ters baglanti), voltmetre ve ampermetreyi baglayin.

. VR2(10K) potansiyometresini, diyodun ugclari arasina 1V’luk araliklarla, 1V ile

5V arasinda Vg gerilimleri uygulayacak sekilde ayarlayin. Her gerilim degerine

(kinimanin olmadigi) karsilik gelen Iz akimini él¢iin ve Tablo 1-1-6’ya kaydedin.

Tablo 1-1-5 ve 1-1-6’daki degerleri kullanarak, V-1 edrisini Sekil 1-1-24’te gizin.
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Sekil 1-1-23 Baglanti diyagramlari (KL-25001 blok a)

Ve (V) 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

Ir (WA)

Tablo 1-1-5




Vr (V) 1 2 3 4 5

Ir (MA)

Tablo 1-1-6
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Sekil 1-1-24 Olgllen V-l egrisi

D. Ge Diyodun V-l Egrisinin Cizilmesi (ll) - Osiloskop Yontemi

1.

KL-25001 modualind, KL-22001 Temel Elektrik Devreleri Deney Duzeneginin

Uzerine koyun ve a blogunun konumunu belirleyin.

. Sekil 1-1-25'deki devre ve Sekil 1-1-26'daki baglanti diyagrami yardimiyla

gerekli  baglantilari  yapin. Baglanti  kablolarini  kullanarak  VR2

potansiyometresini devreye baglayin.

KL-22001 Diizeneginin lzerindeki Fonksiyon Uretecini kullanarak, IN ucuna

1KHz, 20 V,'lik bir sintizoidal igaret uygulayin.

Osiloskobun CH2(Y), GND ve CH1(X) giriglerini sirasiyla TP1, TP2 ve TP3'e
baglayin. Bu durumda CH1(X) girisi diyodun gerilimini 6lgmek ve goéstermek
icin kullanilrken, CH2(Y) girisi diyodun akimini 6lgmek ve gostermek igin

kullanilir.

Osiloskobu X-Y moduna ve DC giris baglantt konumuna ayarlayin.

Osiloskoptaki grafigi gozleyin ve Sekil 1-1-27’ye kaydedin.
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6. VR2(10K)yi ayarlayarak egrideki degisimi gbzleyin.
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Sekil 1-1-26 Baglanti diyagrami (KL-25001 blok a)
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Sekil 1-1-27 Olgllen V-l egrisi
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